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1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

現在、カルコパイライト型半導体は直接遷移型半導体で光吸収係数が(～10
5
cm

-1
)であるため注

目を集めている。しかし、CIGS 薄膜太陽電池は構成元素に有毒な Se、希少金属 In を含んでいる

ことが懸念とされている。CIGS に換わる新しい光吸収層用材料として注目されている

Cu2ZnSnS4(CZTS)はバンドギャップが 1.45～1.6eV
1-2)、吸収係数が 10

4
cm

-1と 3)大きいこと、構成元

素が安価で無毒であることから光吸収層としての期待がされている 4)。我々はターゲットに単相

CZTS を用いて Ar 雰囲気中の RF マグネトロンスパッタ法により CZTS 薄膜を作製した。 

 

2．．．．実験方法実験方法実験方法実験方法 

今回ターゲットに用いた CZTS はホットプレス法により作製した。ホットプレス法は加圧形成を高

温で行い成形と焼結を同時に行う結晶成長法である。本ターゲットを用いてスパッタ法により、製膜

をおこなった。基板にはソーダライムガラスをターゲット直上に水平にセットした。スパッタ条

件を出力 40W、Ar 圧力を 1.0 Pa、流量を 10 sccm、スパッタ時間を 100 min.とした。作製した薄

膜の厚さは、約 0.5～1 µm であった。

 

3．．．．結果及結果及結果及結果及びびびび考察考察考察考察 

XRDの測定結果より、Zn/Sn>1のサンプルでは、Cu2ZnSnS4

の単相を確認した。Fig. 1 にターゲット仕込比 Zn/Sn=12/8 の

サンプルの測定結果と Cu2ZnSnS4の ICDD カード 5)を示す。

EPMA の 測 定 で は 、 全 て の サ ン プ ル に お い て

Cu-poor(19~23atom.%),S-rich(50~53atom.%)の結果が得られ

た。サーモプローブ測定の結果では全てのサンプルで P 型

の伝導型を示した。 

Fig. 1 XRD pattern       
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